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CLASS A BIPOLAR POWER TRANSISTORS |

() WITHOUT PREMATCHING T R s R ISR RO R R P AR T
t Microwave Performance Characteristics Maximum Ratings
Type No. Package Pinning Pii | Geo | lceo Ccs hre Vego | Veso | Veeo | e Prot T Tetg Rin | Type No.
E f Vee lc min min max Ves typ Ve typ Ve lc v V Vi mA Tmp = 75°C °c °C K/W
% 112(3l4|GHz| V mA |mW | dB | mA | V pF Vv L V. | mA w
P LBE1001T FO45 | g0 | 1| 10| 35 | 25| 22 | 160 | 72 —65- LEE1001T
h LCE1001T Foae C|B|E 1 20 35 | 100 10 o1 | 15 | 55| 20 | . 175 | =65-+150 | 120 | | QE1001T
E LBE1004R F045 1 80| 5 | 75| 3 | 3 | 14 | 400 | 30 200 | —65-+ el
q LEEtOs g C|B|E 1 15 100 | 400 | 8 |=200 | 20 |17 | 14 . 65-+150 | 30 (L aeioan
Q LBE1010R F045 : 80| 5 | 75|30 | 3 | 14 |80 | 60 200 | —65-+ o R
K FCEIATOR B c|B|E 1 15 200 | 800 | 7 |400 | 20 |2 14 | . 65-+150 | 17 [SCtar
LKE1004R F053 C|B|E 1 15 100 | 310| 8 200 | 20 |15 14 | 80 o 75| 30 | 3 14 | 400 3.0 200 | —65-+200 | 30 | LKE1004R
="'-l LAE2001R SOT100 clelslel2 5 85| 80| 8 o1l 15 | 5 | 10 80 1 10 | 385 | 25 | 22 60 8 200 | —65-+200 | 180 | LAE2001R
LBE2003S FO45 80| 5 | 3 | 40 | 3 | 16| 90 | 14 200 | —65- pRegoeRs
E CEonoae b C|B|E 2 18 30 | 200 10 1 |2 | 3 | 18 : 00 | -65-+150 | 65 | | QEonoss
LBE2005Q F045 120 5 | 65| 30 | 3 16 | 400 | 15 200 | —65-+1 LBEFOOSL
Q s EBAR C|B|E 165| 12 80 | 300| 7 |5 20 | 1 10 ; 65-+150 | 45 | [ oEooneq
Q LBE2008T FO45 100 | 5 |15 | 30 | 3 | 14 | 300 | 35 200 | —65-+150 LRESLAAT
Q | CESO08T g C|B|E 165| 20 150 | 800| 6 | 100 | 20 | 1.3 | 20 26 |\ Jeranuar
LBE2009S F045 100 | 5 [110| 40 | 38 | 16 | 250 | 35 200 | —65-+1 LS.
§ o Foae C|B|E 2 18 110 | 700 | 9 1 |2 | 6 | 18 . 65-+150 | 36 | | CEonpos
LKE2002T F053 clele 5 5 70 | 150| 7 0 | 28 | 8 | 20 10| 5 | 70| 45 | 3 20 80 15 200 | —65-+200 | 45 | LKE2002T
LKE2004T F053 clele 5 5 120 | 300| 65| 100 | 28 | 15 | 20 100 | 5 | 140 | 45 | 3 20 | 160 3.0 200 | —65-4200 | 22 | LKE2004T
LKE2015T F053 clelE 20 200 |1250 | 75 | 300 | 20 | 35 | 20 80| 5 | 200 | 45 | 35 | 20 | 800 8.0 200 | —65-4200 | 11 | LKE2015T
LWE2015R F093 clele 53 | 16 250 |1200| 75| 10| 25 |2 16 40| 5 | 230 | 3 | 35 | 16 | 450 6.0 200 | —65-+200 | 12 | LWE2015R
LWE2025R F093 clBlE 23 16 400 | 2000 7 15 o5 3 16 40 5 400 35 3.5 16 800 8.0 200 | —65-+200 8 LWE2025R
LAE4000Q SOT100 ClE|B|E| 4 15 30 | 70| 47 |100 | 30 | 4 | 15 00 | 5 | 10| 30 | 3 15 | 140 7 200 | —65-+200 | 180 | LAE4000Q
LAE4001R SOT100 cle|B|E| 4 15 25| 85| 85| 1 | 15 | 25| 15 00 | 5 | 25| 30 | 2 16 | 80 48 200 | —65-+200 | 210 | LAE4001R
LAE4002S SOT100 clelBlE| 4 18 30 125 7.5 e 20 3 18 80 5 30 40 3 16 90 625 200 | —65-4+200 | 200 LAE4002S
* low noise device
i



CLASS A BIPOLAR POWER TRANSISTORS

(7 WITH INPUT PREMATCHING T R A i i Y SR e A S |
Q Microwave Performance Characteristics ‘ Maximum Ratings
Q Type No. Package Pinning PLy Gpro | lcso Ccs hre Veso | Veso | Vceo Ic Prot T Tsig Rin Type No.
f Vee lc min min max | Vce typ Vcs Vce Ic Vv Vv Vv mA T = 75°C °c oc K/W
1123 GHz | V | mA |mw | dB | kA | V | pF | V Yo | v | mA w
\ LKE21004R FO53 C|B|E 2.1 15 140 400 8 100 15 2 10 [ 100 5 140 30 3 14 600 2.8 200 | —65-4+200 | 22 LKE21004R
% LKE21015T FO53 C|B|E 2.1 20 300 | 1500 8 25 20 3.5 20 . 40 5 250 45 3.5 22 800 8 200 | —65-4200 | 11 LKE21015T
LKE21050T FO53 C|B|E 2.1 20 | 1200 | 5000 7 75 20 9 20 ‘ 40 5 500 45 3.5 22 | 3000 30 200 | —65-+200 4 LKE21050T
LKE27010R FO53 C|B|E 2.7 16 200 | 630 7 200 25 3.4 10 ‘ 100 5 200 35 3 12 550 5 200 | —65-+200 | 12 LKE27010R
LKE27025R FO53 C[B|E 2.7 16 650 | 2150 6.5 | 500 20 10 10 f 150 5 500 35 3 15 1500 15 200 | —65-4+200 6 LKE27025R
' LKE32001QC FO53 C|B|E 3 12 50 90 7 5 20 1 10 1 100 5 50 45 3.5 20 400 1.5 200 | —65-4200 | 45 LKE32001QC
LKE32002T FO53 C|B|E 3 20 65| 200 8 5 20 .85 20 L 150 5 65 45 3.5 20 400 1.5 200 | —65-+200 | 45 LKE32002T
w LKE32004T FO53 C|B|E 3 20 130 | 630 8 10 20 1.8 20 b 150 5 130 45 35 20 800 3 200 | —65-4+200 | 22 LKE32004T
; LJE42002T FO41A C|B|E 4 20 65| 150 5.8 5 20 o 20 100 5 65 45 3.5 20 400 1.5 200 | —65-+200 | 41 LKE42002T
q " LJE42004T FO41A C|B|E 4.15 20 125 | 300 6 150 30 1.3 10 L 50 5 125 45 3.5 23 400 2.8 200 | —65-4+200 | 22 LKE42004T
LTE42005S FO41B C|B|E 4.2 18 110 | 450 6.6 A 20 5 20 80 5 110 40 3 16 250 4 200 | —65-4+200 | 36 LKE42005S
LTE42008R FO41B C|B|E 4.2 16 250 | 800 7 150 20 2 16 80 5 250 40 3 16 450 6 200 | —65-+200 | 12 LKE42008R
n LTE42012R F041B C|B|E 4.2 16 400 | 1000 6 200 20 3 16 " 80 5 400 40 3.5 16 800 8 200 | —65-4+200 | 10 LKE42012R
WITH INPUT AND OUTPUT PREMATCHING S TR e et e e T T e e S
Microwave Performance Characteristics Maximum Ratings
Type No. Package | Pinning Pu | Geo| leso Ccs hre Veeo | Veso | Veeo lc Prot T Tstg Rin Type No.
f Vce lc min min max | Vcs typ Ves Vce Ic Vv Vv vV ik T = 75°C °c oG K/W
1|23 GHz| V | mA | W | dB| wA | V pF | Vv Yo | v | mA W
LV1721E50R F083 C|B|E ! '72t$ 16 | 1000 | 5 7 500 | 20 7 16 30 3 | 1000 | 40 35 15 | 2000 18 200 | —65-4+200 | 4 LV1721E50R
LV2327E40R FO83 C|B|E th;) 16 | 1000 | 4.5 7 500 20 7 16 30 3 1000 | 40 3.5 15 | 2000 18 200 | —65-+200.| 4 LV2327E40R
LV3742E16R F083 C|B|E S.Zt;) 16 500 | 1.3 5.5 300 20 4 16 30 3 500 | 40 3.5 15 1000 12 200 | —65-+200 | 6.5 LV3742E16R
LV3742E24R F083 C| Bl E S.Ztg 16 800 | 2 5 400 20 6 16 + 30 3 800 | 40 3.5 16 1500 15 200 | —65-4+200 | 5 LV3742E24R




CLASS B BIPOLAR POWER TRANSISTORS

»n WITHOUT PREMATCHING l—
t Microwave Performance Characteristics Maximum Ratings
Type No. Package Pinning P, Gp , mc | lcso Ces Veso | Veso | Veeo | o Prot Tj Tsig Rin | Type No.
f Vec | min | min | min | max | Ves | typ | Ves N N N mA | To=75C| o o K/W
112|3|4| GHz | V w dB % A v pF % w
—~ PEE1001T FO38 : | . PEE1001T
% PDE1001T FO58 C|E|BJ|E 1 18 1 5 40 100 15 4 20 45 8 20 250 3:5 200 65-+150 | 35 PDE1001T
PEE1001U FO38 N e PEE1001U
s PDE1001U FO58 C|E|BJ|E 1 28 1.5 6 55 50| 30 1.3 30 39 35 20 250 5 200 65-+150 | 25 PDE1001U
Q PEE1003U FO38 N o | —65-415 18 PEE1003U
h PDE1003U FO58 C|E|BJ|E 1 28 3.7 59 49 100 | 30 1.5 30 39 3.5 20 450 7 20 65 0 PDE1003U
PEE1005U FO38 _rE PEE1005U
: PDE1005U FO58 C|E|BJ|E 1 28 d 54 53 200 | 30 2.6 30 39 3.5 20 900 12.5 200 65-+150 | 10 PDE1005U
q PEE1010U FO38 PEE1010U
: —65-+150 6
§ PDE1010U FO58 C|E|BJ|E 1 28 9 6.5 60 1000 | 30 5 30 45 3.5 22 1000 20 200 15 PDE1010U
PWB2001U F093 C|E| B 2 28 1 9 35 100 | 28 25 28 45 3 20 300 4.5 200 | —65-+200 | 22 PWB2001U
Q PWB2010U F093 C|E|B 2 28 8 9 29 250 | 28 10 28 45 3.5 22 2000 25 200 | —65-+200 45 PWB2010U
Q PKB3000U FO53 C|lE|B 3 28 5 8 25 50| 28 2.5 28 45 3 20 80 1.5 200 | —65-+200 | 45 PKB3000U
. PKB3001U F053 ClE|B 3 28 1 9 30 100 | 28 2.7 28 45 3 20 160 3 200 | —65-+200 | 22 PKB3001U
PKB3003U FO53 ClE|B 3 28 3 6 30 150 | 28 4 28 45 3 20 900 11 200 | —65-+200 | 11 PKB3003U
PKB3005U F053 ClE|B 3 28 4.6 4.9 26 500 | 28 6.3 28 45 3 20 1500 18 200 | —65-+200 7 PKB3005U
PGB4001U FO49A |C|E|B 4 28 | 11 | 44 | 30 75| 20 2 28 40 | 35 | 18 400 4.5 200 | —65-+200 | 22 PGB4001U

CLASS B BIPOLAR POWER TRANSISTORS
s | T e e R

Microwave Performance Characteristics Maximum Ratings
Type No. Package | sznmi : GLZ V\[}C ”5{;” r§|§1 ;1:/‘3 EgAQ V\EB %,CEB V\E/B | VEVBU Vi/BD VR/EU IAC b—\;;175°C UT[J: T:[;g K‘j\l}\/ Type No.
P71418B30U posrc |c|efs| |"iP| 28 [ 27 |73 | s |soo0 | @ | q _ |3 |15 | 4 45 200 | -55+200 | 22 | PZ1418B30U
: ot

PZ1721B25U F057C C|E|B 1'72‘1“ 28 | 25 | 7 35 | 5000 | 30 (1) 40 | 3 15 4 45 200 | —-55+200 | 22 | PZ1721B25U
PZ2024B20U rs7c [cle|s| 221.31 28 | 20 |6 | 35 [5000| 30 | M ‘ 5 |3 | 15| 4 45 200 | -55+200 | 22 | PZ2024820U
PV2327B15X g3 [clefs| |P30| 2 [ 2 |ar ||| o2 | o 0 |35 | 15 | 2 40 200 | -55+200 | 3 | PV2527B15X
PV2831B12X F083 ClElB 2'83_‘1” 24 | 10 |47 | 30 | 50| 24 | m 20 | 35| 15 | 2 10 200 | -55+200 | 3 | Pv2831BI2X
PV3539B3X F083 clels 353‘9” 2wl sle | 2| | 22| s | 35| 15 | 75| 145 200 | —55+200 | 85 | PV3539B3X
PV3742B4X F083 clels 37412" | ale | 5| sl 2 | 0 40 | 35| 15 | 1 18 200 | —55+200 | 65 | Pv3742B4X




MICROWAVE TRANSISTORS
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CLASS B BIPOLAR POWER TRANSISTORS

WITH INPUT PREMATCHING

Microwave Performance

Characteristics

Maximum Ratings

Type No. Package | Pinning P Gp ne | leso Ccs Veso | Veso | Veeo | o Prot T Tstg Rin | Type No.
: f Vee min min min | max | Vcs typ Ves vV vV vV A Tmp = 75°C oc o K/W
1123 GHz | V W dB % HA V pF Y W

PKB12005U F053 C|E|B 1.2 28 6 10 40 | 1000 | 28 4 28 40 3 20 | 1.2 10 200 | —65-+200 | 12 PKB12005U
PKB12010U FO53 C|E|B 1.2 28 |10 9 45 100 | 30 6 28 45 3 20 | 15 18 200 | —65-+200 | 6.5 | PKB12010U
PZB16035U FO57C |C|E|B 155 | 28 |35 8 45 | 5000 | 30 | 12 28 40 3 15 | 4 55 200 | —65-4+200 | 2.2 | PZB16035U
PKB23001U F053 C|E|B 2 28 6 25 100 | 28 21| 28 45 3 20 4 200 | —65-+200 | 30 PKB23001U
PKB23003U FO53 C|E|B 2 28 25 8 38 200 | 28 27 | 28 45 3 20 7.5 200 | —65-+200 | 18 PKB23003U
PKB23005U FO53 ClE|B 2 28 6 43 500 | 28 5 28 45 3 20 | 15 18 200 | —65-+200 | 7 PKB23005U
PKB20010U F053 C|E|B 2 28 5 36 100 | 30 | 10 28 40 3 20 | 2 28 200 | —65-+200 | 4 PKB20010U
PKB21004U F053 C|E|B 2.1 28 5 52| 40 300 | 28 45| 28 45 3 20 .8 9 200 | —65-+200 | 6.6 | PKB21004U
PKB23007T F053 C|E|B 2.8 22 6.5 81| 32 | 1000 (| 30 | 10 22 35 35 15 | 1.7 16.5 200 | —65-+200 | 6 PKB23007T
PKB25006T FO53 C|E|B 245 | 21 7 84| 35 100 | 24 | 10 22 35 3.5 15 | 1.7 16.5 200 | —65-4+200 | 4 PKB25006T
PKB27005U F053 C|E|B 2.7 28 4 6 25 | 1000 | 30 6.8 | 30 45 3.5 20 | 1.7 16.5 200 | —65-4+200| 6 PKB27005U
PKB38002UC FO53 C|E|B 2.9 25 1.6 7 35 200 | 28 27| 28 45 3 20 8 6.5 200 | —65-+200 | 12 PKB38002UC
PKB32000U FO53 C|E|B 3 28 5 8 27 50 | 28 25| 28 45 3 20 2 22 200 | —65-4200 | 45 PKB32000U
PKB32001U F053 C|E|B 3 28 1 7 30 100 | 28 32| 28 45 3 20 4 4.5 200 | —65-4+200 | 22 PKB32001U
PKB35002U F053 C|E|B 3 28 2.2 6.5 | 30 500 | 40 35| 30 45 3 20 8 6.5 200 | —65-4200 | 15 PKB35002U
PKB32003U FO53 C|E|B 3 28 24 57| 30 300 | 28 45| 28 45 3 20 .8 9 200 | —65-4+200 | 11 PKB32003U
PKB32005U F053 C|E|B 3 28 5 47| 30 500 | 28 7 28 45 3 20 | 2 15 200 | —65-4+200 | 6.6 | PKB32005U
PKB38001U FO49A |C|E|B 3.75| 26 1.2 4.7 | 30 150 | 28 2 28 35 3 15 4 5 200 | —65-+200 | 20 PGB38001U
PGB38001UT FO49A |C|E|B 3.75| 28 1.2 4.7 | 30 150 | 28 25| 28 35 3 15 5 200 | —65-4+200 | 20 PGB38001UT
PGB42001U " FO49A |C|E|B 415| 28 1.15| 4 29 150 | 28 2 28 35 35 15 5 200 | —65-4+200 | 20 PGB42001U
PGB42002U FO49A |C|E|B 415| 28 1.7 5 18 200 | 28 25| 28 35 3 15 .55 10.5 200 | —65-4+200 | 12 PGB42002U
PTB42001X FO41B |C|E|B 4.2 24 .8 5 28 10| 24 22| 24 40 3.5 15 .25 5.5 200 | —65-4200 | 22 PTB42001X
PTB42002X FO41B |C|E|B 4.2 24 1.6 5 28 20| 24 3 24 40 35 15 5 10 200 | —65-4200 | 12 PTB42002X
PTB42003X FO41B |C|E|B 4.2 24 8 6 30 30| 24 38| 24 40 35 15 .75 14.5 200 | —65-4+200| 8.5 | PTB42003X
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BIPOLAR PULSED POWER TRANSISTORS FOR
RADAR AND NAVIGATIONAL AIDS

B TR N EECTEEN
Q Microwave Performance kg Characteristics Maximum Ratings
Q Type No. Package Pinning Application PL Gp ne lco Ccs Veso |Veso | Veeo | le* Piot* T Tsig Rin Type No.
a f Vec | ton o min | min | min max. | Veg | typ | Ves Tmo = 75°C
112|134 GHz | V us % W dB % mA | V pF V \Y \ \Y A w °C °C K/W
\ MKB12040WS F053 ClE|B 1.09 45 10 1 37 | 105 | 42 01| 30 | 15 | 45 | 55 |3 35 3 60 200 | —65-+200 | 8 MKB12040WS
% MKB12100WS F053 ClE|B 1.09 45 10 1 65 72 | 35 I 1 50 | 24 | 45 | 50 |35 | 35 6 140 200 | —65-+200 | 3.5 | MKB12100WS
MKB12140W F053 ClE|B 1.09 45 10 1 100 9 45 | 2 50 | 35 | 45 | 55 [ 35 | 35 8 190 200 | —65-+200 | 2.5 | MKB12140W
MRB12175YR FOB7A ClE|B ILF.F. 1.09 50 10 1 175 85 | 40 5 50 | 45 | 50 | 65 |35 | 35 |125 500 200 | —65-+150 [.08*) | MRB12175YR
Q MRB12350YR FOB7A C|lE|B 1.09 50 10 1 350 7 32 ) 10 50 | 90 | 50 | 65 |35 | 35 |25 1000 200 | —65-+150 |.04*) | MRB12350YR
K MRB12375Y FO67B C|lE|B 1.09 50 10 1 400 75| 35 10 50 | 60 | 50 | 65 |35 | 35 |25 950 200 | —65-+150 |.05*) | MRB12375Y
m MRB12900Y F096 C|E|C|E 1.09 50 10 1 800 73 | 30 10 50 |2x160f 50 | 65 | 3.5 | 35 |50 2000 200 | —65-+150 |.02*) | MSB12900Y
; MK312040WD F053 C|lE|B 45 10 1 32 85| 35 01| 30 | 15 | 45 | 55 |3 35 3 60 200 | —65-+200 | 8 MKB12040WD
q MR1011B40W FO67A ClE|B 45 10 1 32 85 | 35 01] 3 | 15 | 45 | 55 |3 35 3 60 200 | —65--+150 | 8 MR1011B40W
E M01011B150Y FO57B C|E|B 50 10 1 150 7 35 [ 10 50 65 |35 | 35 |10 400 200 | —65-+200 | .2* M01011B150Y
M01011B250Y FO57B C|lE|B 1.025 | 50 10 1 250 6.2 | 35 20 50 65 |35 | 35 |20 800 200 | —65-+200 | .1* MO01011B250Y
Q MR1011B150Y FO67A C|E|B D.M.E. to 50 10 1 150 7 30 5 50 | 45 | 50 | 65 |35 | 35 [125 500 200 | —65-+150 {.08*) | MR1011B150Y
Q MR1011B300Y FO67A C|E|B 1.150 | 50 10 1 280 6 28 10 50 | 90 | 50 | 65 |35 | 35 |25 1000 200 | —65-+150 |.04*) | MR1011B300Y
Q MR1011B375Y FO67B ClE|B 50 10 1 375 7 30 [ 10 50 | 60 | 50 | 65 |35 | 35 |25 950 200 | —65-+150 |.05%) | MR1011B375Y
§ MS1011B700Y FO096 ClE|C|E 50 10 1 600 6 30 10 50 |2x160| 50 | 65 | 3.5 | 35 |50 2000 200 | —65-+150 |.02*) | MS1011B700Y
MS1011B800Y F096 C|E|C|E 50 10 1 800 7 30 10 50 [2x60| 50 | 65 |35 | 35 |50 1900 200 | —65-+150 [025*)| MS1011B800Y
MKO0912B15Y F053 ClE|B 50 10 10 15 | 10.8 | 30 02| 3 | 15 | 45 | 55 |35 | 35 1 35 200 | —65-+200 | .4*) | MK0912B15Y
MZ0912B75Y F057C ClE|B ¥ 50 10 10 75 7.8 | 30 5 50 65 | 35 | 35 7 300 200 | —65-+200 | .2*) | MZ0912B75Y
MZ0912B150Y F0§7C ClE|B TACAR 1_;5 50 10 10 150 7 30 10 50 65 |35 | 35 |14 600 200 | —65-+200 | .1*) | MZ0912B150Y
MZZz0912B300Y | 2F057C C|E|C|E 50 10 10 | 300 7, 30 20 50 |2x50| 50 | 65 |35 | 35 |28 1200 200 | —65-+200 |.05%) | MZZ0912B300Y
MKB12040W F053 C|lE|B 48 10 1 32 | 105 | 30 01| 30 | 15 | 45 | 55 |3 35 3 60 200 | —65-+200 | 8 MKB12040W
MKB12100W FO53 ClE|B 0.6 48 10 1 70 85| 30 1 50 | 24 | 45 | 50 |35 | 35 6 140 200 | —65-+200 | 3.5 MKB12100W
MO6075B210Z FO53B C|E|B LLF.F. to 48 10 1 160 8.1 30 I 5 45 | 30 | 45 | 60 |3 35 | 10 500 200 | —65-+200 |.075%)| MO06075B210Z
M06075B400Z FO57B C|lE|B 0.75 48 10 1 380 6.8 | 30 10 48 | 90 | 48 | 60 |3 35 |32 1200 200 | —65-+200 |.04*) | MO06075B400Z
MS6075B800Z F096 C|E|C|E 48 10 1 750 7 30 | 10 48 [2x160[ 50 [ 70 | 3 35 |50 1800 200 | —65-+150 |.02*) | MS6075B800Z
RZ1214B60W FO57C C|lE|B L-Band 1.2 42 100 10 50 7 30 5 42 | 28 | 42 | 50 |3 35 7.5 275 200 | —65-+200 | 2 RZ1214B60W
RZ1214B125W FO57C ClE|B Radar 1& 42 100 10 110 58 | 30 B 10 42 | 28 | 42 | 50 |3 35 |15 550 200 | —65-+200 | 1 RZ1214B125W
RV3135B5X FO83 C B 3.1 24 100 10 4 43| 30 L 01| 24 35 |8 15 1 25 200 | —65-+200 | 6.5 RV3135B5X
Rz3135B15U FO57C ClE|B Ségggrd to 30 | 100 10 12 4 30 05| 30 40 |2 25 2 53 200 | —65-+200 | 3.5 Rz3135B15U
Rz3135B25U FO57C ClE|B 3.5 30 | 100 10 25 4 30 | 1 30 40 |2 25 | 4 105 200 | —65-+200 | 1.75 | RZ3135B25U

* Note: for ton and & listed under Microwave Performance.
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LOW NOISE AND CLASS A POWER GA AS FETS
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Microwave Performance Characteristics Maximum Ratings
Type No. Package Pinning PL1 Gro N Ga Ipss Vp Om Prot Rin Type No.
f Vbs Ip min min max min typ Vbs typ | Vos | Io | typ | Vos | lo | Vos | Vas | lbs | Tmo=75°C | Ten Tstg
112|3|4| GHz Vv mA | mW | dB dB daB mA Vv vV V. |mA mAN V | mA| V V. | mA W °C °C K/W
CFX13 F092 G|S|D|S| 12 3 10 3 6.5 70 3 -3 3 2| 28| 3 10| 5 |—-6 | 100 3 175 | —65-+175 | 200 | CFX13
CFX14 F092 G|S|D|S| 16 3 10 3 6 70 3 -3 3 2| 28| 3 10| 5 -6 | 100 .3 175 | —65-+175 | 200 CFX14
CFX21 F092 G|S|D|S]| 11 6 40 50 7 80 3 I -4 & 2| 23| 6 40| 8 |—-6 | 110 5 175 | —65-+175 | 200 CFX21
CFX30 F085 G|D|S 11 8 50 100 7 80 3 —=2.5 B2 ISl 50| 83 80| 15 |—2 | 130 .8 175 | —65-+175 | 100 CFX30
CFX31 F085 G|D|S il 8 100 250 7 180 3 —4 S| 50| 3 [200(| 15 |—12| 300 1.25 175 | —65-+175 | 100 | CFX31
CFX32 F085 G|D| S 8.5 8 200 500 7 400 3 —4 3 |1 120| 3 |400| 15 | —12| 500 2.5 175 | —65-+175 70 | CFX32
CFX33 F085 G|D| S 8.5 8 450 | 1000 6 1000 3 —4 3| 180| 3 |[800| 15 | —12(1200 4 175 | —65-+175 35 CFX33
FO38 FO41A FO41B F045
v : 0/ o i AL,0
,__—ceramic ; | b 2% 0125
i — [ : = , 45 ' L
rf,fx 3,3L : : = 0,125 345 1 — —1 338 ? T — I — mix = v e
28 * | | BeO * 2‘?0 o - 7 i "/3 — Pt ) - [
T + * h metal / 20,5max 17mux? 205max 17max s;clnutr:r;g“) +§;g3_’ Be0 1'8
125 g'g 1+6 seating plane seating 5:?::‘99
mix  § f mox - TS o ¢ T
~ . ) | { - g
i 2,9*m|n — D | T [$]e025® | e /l ——_{mn
4 | min 7 b
: = i SN . N ¥ 1 7/ 2y
8-32 UNC—> < - 1 \ o= _@,W .
16 D HEOH - = D Ho N 2F; +
’ m =
—>17,2max ‘= 1,4 f_/)( )__ =/ _L_fx ba = Ly T/
= = L5 !
34 l ;I’E\ 34 ‘ 2 min —1_
1 - 1
—» I l—2,0 f — | ==2,0 P 3,2 =
4__, ~—[71] — '_m(?n_'*ra’c?x’hm?n_’ 7z8se8sA
le———[14,2]——— 7285744 *—_—. 7285687A
5,85
5,60

7Z75891A
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FO46 FO49A
230 AL, 0 < B57_,
max 273 0125 o1 max
. |4 ¥ 2 v
17 A ] 40 * ) 2
: ] o
=580 | 1 2% mx W O g
| P f
ti : le | 0,75m
s:?:rlnneg 116 seating 85/ Qx
= =—5,25 miax 8,5 plane
s 5,10 S5 12,5
l “T~Cu max
¢ ==
== 16 o[ 29
< f 4 [ min
s T
8-32UNC2A 55
.
T 1
min
e i
1 / _’Ai 2 { 7285746
== = 075
o/ f
Ret=A
s
32
< 6 55 _, 6 _,| 72856864
min max min
FO53 FO57B
27,0 <—010,5max—>
0,15 -~ —
010 max }
‘ ‘ T T * T
33 | ; I L 6.
28 T ! mex b 42 max
P ' 1 b
seating_—1 20,5max 1,7max T f
plane 1,7max
0,85
0,65 | ‘
1 L5 '
(2)0,25@ min 3min
i e -
I f
g,l. N A L 65 70 12
1 | max max
= . 10,6
t I \ J/ J l 98 max
T T
| 2 () min <
[ { 3min
2,0 .
195 ‘ o P Q) f

<__>
[z

7285630A

7285742

FO57C 2F057C
~—010,5max — 0,5
‘ 0.0
012 1 e
P 6,4 <—010,5max—|~—010,5max —]
35 | : { max , |
28 Ll H | 012 [ ! d
f /‘ 3 h ' Vo ; — 6.4
24max 1,7max 35 f | : | max
seating 29 P11 | T |
plane f /‘ f i
—3,05 345 1,7max
seut/ing
K L] plane
5
| o .
i T : ’ 3 T ‘ ’ : !
) \ &lg025( min
i --4——&@) a8 O 10 T A
Vi ) 1] NEEREERENN
—— '——“i‘—'—' e 107D\ L B} .,_(f\\l 9 106
3min ! : msin 32 |, L// \\J//{ max,
p 12 | T ’ ‘ ~i— l l
' | i i
"_—’ i 3min ! ‘ ! mSin
@ 7285741 12 i |a ]I ¥
r—j L— 525 —|
7285740
FO58 FO67A
<—9,2max —*|
* i ceramic 8‘(1)5;
L0 'y L Vo125 P J
max i1 4\ ' R | S5
) 1*6 ¥ BeO 3’55 T T T i
, —17,2 max = i lane i
14 ma seating plane f /‘ o5 e
seating
plane
—~ 585
B ’
6
+ [dlpo2s @] | | m;n
5,85 - —'"—I“—— =
5,60 32 | L V] 59565 20
2,9 | "\ 7] maxmax 185
) f | I~
/ - t
2,4min ‘ ' 6
min
2 v

7275892 A

7285747

17



FO67B F083 F093 FO96
% <— 9,2 max —| 8,0— 18,4 max
[~ o o [ * | g 1T o5 .
L ! 33 1 . — ;. 40 1ot e =——=TF% % ! f
61 303 B T max | 13 L 65
365 1 A ——r— i | max f * f/'la — 1 | F |73l t 405 4 ; f , } max
5 T T T e . — 1T o e ——
3}1 - 73 ! ' ! * * 203 1,8 max ‘l Se‘lzatri\:g BS# 3'?5 - / ! . l l
/ 20,5 max 1,max seluting l P 076 / 297 max 1,Lmax
\ seating plane —30 [~ H 2 seating
% plane | — % plane
™ 55 [fo.25 @) I zfy | T . e—5,5—>
min I 9,4 ]
L : I J | L VT é
B o 30 {j} — N 5 N s | | min
s R L + , el L ]
Q 3.2 _‘_|+_ \/f\L 51.45 65 20 | L7 { 32 ) _____l___/C\\ 595 65 20
2?9_ : | &ZT 5?5 m{x 185 I 2 | | ng AP l \ J/ max max 18,5
4 ! RN —_-__-_| —l 30 k= 2 ) ' B I A
2,4min ‘ I 6 I ‘ l 6
min 14,2 3 7285688A —| 29 [« 7285745 mn
; ; 2 ' ’ 1?2 P d
3 - L a—-
E <~ [16.2]——! 7285748 ! 73.4] 7285749
(NS |
]
F085 F092 SOT100
- 27— | ) — 02,65max (<
. L] 5 '
' g - moioog ‘ s
T T T : T 1,65 ,.,%ésx T
il | L I ’
H 3 T i 1,78+0,15
10559 6,2
seating i ! 33 (bx)—>

plane T .
6,3 . , ) )
- "_0'58 l +0,2 |
: 1,02£005 | T
Z 4 | ] | max (2x)

— 14_1,()2 ——- —— —F 11107,155 \\ / I

| 6,3 i
\ +0,2
1 l |
251 34 U ‘[
1 l 1
0,51+0,05 !
[ 6,3+0,2—> 7z85684A ‘ . <_0,160 _»{ L 2]
| 0,075 0,6 max
ol 137 |
max - 26max < 7269882 A

6,7 ——| 7285743
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ffTRANSISTORS RF POUR EMISSION

'.PRESENTATION DES GAMMES POUR EMETTEURS VHF UHF' Tv |

i R ol o S il o
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'TRANSISTORS RF POUR EMISSION

. QUELQUES EXEMPLES D’ APPLICATIONS

présentent des gains et des puissances de
Types | Bande de fré- [Ps min|Pe (W) sortie plus élevés.
; : quences (MHz) | (W) On trouvera dans le tableau ci-dessous
EMETTEURS VHF (25-174 MHz) Gamme 28V BGY 32 65- 80 18 0,10 leurs caractéristiques essentielles a
Stations fixes FM 68-87,5 MHz : BGY33| 80-108 | 18 | 010 470 MHz ot 125V
Gamme 12,5 — 13,5 V. o I~ o~ GABMES 155 - Taa¥ BGY35| 132-156 18 | 015 Types |Psiw)|G(dB)| M%) Boitier
65mwW L— 25W ,
Emetteurs mobiles 68-87,6 MHz BFS23A oﬁ%gé Pour régliser des Gmeteurs wokiles |BOY 56| 148-1M | 18 | 015 BLW79.] 2 | 9 | 60 [SOT 122*
~ - - [~ N~ o avec des niveaux de sortie de 12 a 25 W, BLwW 80...| 4 8 60 |SOT 122*
o 125 mwW L—" L. 50W trois solutions sont envisageables a partir ;
20 L 2 BLX 39 R . BLW 81...] 1 6 6 SOT 122*
mwW ON4427 IlBLY/87A 8W BLX92A ou BOWEBB des gammes de produits proposées par  GAMMES 28 V 8 @ - "
ou BLY 87C RTC, BLW 82...| 30 5 65 [SOT 119
o—| >_‘ >__.{ > —— > . Deux gammes 28 volts existent mainte-
35mw Jl> [|> — W b 3ges BlY92A  BLWTS g Gamme modernisée nant : * boitier tourelle céramique 1/4”
2N4427 BLW 29 14W ouBLY92C On peut d'abord utiliser des transistors . . l'une connue depuis quelques années et~ ** boitier a bride 1/2" 6 connexions
Emetteurs Radio FM 875-108 MHz : connus depuis quelques années et présen- qui a été modernisée par la présentation
° N~ [~ e ~~— {>___° tés en boitier SOT 48, boitier tourelle dg ses produits en version tourelle céra- Le type BLW 82 est préadapté en en-
70mwW L L— 2°8W 140 MW 1{\(92A % 39 50 W plastique 3/8" (8-32 ou 10-32). mique et en version bride pour le 25 W, trée.
BFQ 42 BLW 31 ou BLIW 86 Cette gamme de transistors a été mo- . l'autre faisant appel a des cristaux nou- GAMME 28 V
P~ - %W——D——‘?—mgw dernisée puisque ceux-Ci sont maintenant veaux montés dans des boitiers cérami- bour | —— s
o o 2N 3866 BLY 9 LW 78 également proposes : que. our les applications a arge bande
oMW 4 W 60 45w it soit en boitier SOT 120, botier tourelle (225 - 400 MH2), les types LEE 0030X.
ouBLW60C Emetteurs AM 118-136 MHz : céramique 3/8", Gamme modernisée RT 6105, PME 04010U, PME 04030U et
o ~—~— Joe, . soit en boitier SOT 123, boitier cérami- R 6439 sont recommandés. Leurs carac-
Emetteurs mobiles 132-174 MHz omwW Lo Lev 93 A 6 W que 3/8" a bride 4 connexions. — téristiques & 400 MHz font I'objet du
™~ I ouBLYS93 C porteuse Plastique Céramique PSIW) tableau suivant.
00mwW L ! Bw o M~ SOT 48 s _
2N 4427 BLY 87 A 240mw Y91 A BLX 1 P SOT 120 | SOT 123 | Types Ps(W)|G(dB)| 7 (%)|Classe
ouBLY 87C porteuse : Céramique -
ouBLY91C ou BLWBS Plastique Ps(W) BLYS91A|BLYS91C 8 LEE 0030X 44115 50 A
o- I~ ™~ o—‘ >———1 - SOT 48 ' !
155 mWY 11— 1= 12W 100 mw BLX 92 A 793 A L(78 SOT 120 | SOT 123 BLY 92 A|BLY92C 15 RT 6105... 30 6,5| 70 B
BFQ 42 BLW29 ouBlY93C porteuse BLY 87 A[BLY 87C 8 BLY93A|BLY93C|BLWS4 | 25 | “|pmEo040t0U| 12 |10 | 65| B
I~ N~ 5 Stations fixes FM 132-174 MHz : BLY 88 A|BLY 88C 15 PME 04030U| 32 85| 60 B
250mwW L L ;
’ BFQ 43 BLW 31 - Erperyy '1> ‘{> oW BLY 89A|BLY 89C| BLW87 | 25 Nouvelle gamme RT 6439... 65 85 B
on B oI JEN 23R BLW 60 [BLW60C|BLW 85 | 40 :
I~ T~ {>_o Types |PsiwW)|G(dB)| M(%)| Boitier Les deux premiers de ces transistors
120mw BFI/4 lng I BLW 45W 25mw L5 ANA BLx3g 20W BLX 39 25 8 65 [SOT 120 sont présentés en boitier tourelle cérami-
a4z ou Bl_v\/ggc =408 ou Eﬁ 91C ou BLW86 Les propriétés électriques des nouveaux que 1/4", les autres en boitier céramique
F_—>— types en boitier céramique sont sensible- BLW 86...| 45 8 60 |SOT 123 1/2" a bride 6 connexions.
Emetteur portable 132-174 MHz ment identiques a celles des arl;;iéansctypes. Buw 7s..1 100 | 6 | 70 |soT121*
75V 75V o_>_(>— Lo en boitier plastique. Seul le BLY 87 Caun [T T R
A0mW J> ~ 2J‘)W 20\(/)\/ BFS 23 A BLY93 A 18\(/) gain supérieur de 2 dB au BLY 87 A, ce qui  * boitier a bride 4 connexions 1/2" I EMETTEURS TVF
2N 4427 BFQ 43 m ouBLYS3C rend ce nouveau produit compatible avec { "BANDES IV ET V
5% BLX 39 la gamme & haut gain. : Les caractéristiques des BLX 39 et BLW t 470 - 860 MH |
ou?2 XBLW86 86 correspondent a une fréquence de ‘ g ‘ {
EMETTEURS UHF (225-470 MHz) Nouvelle gamme a haut gain 170 MHz : celles du BLW 78 correspon- 2 naileb st D i
Emetteurs mobiles 125V. 400470 MHz : On peut également faire appel aux tran- dent a une fréquence de 144 MHz qui peut . )
5 " s S Bt idéré fré li- Une nouvelle série de transistors fonc-
[~ T~ EMETTEURS TV (470-860 MHz) sistors d'une nouvelle gamme a gain élevé ° re eonsideree cgmme sihie Hhquenss tionnant dans cette bande de fréquence a
05—_{011\VV > L( L( ﬂ1OW permettant souvent une réduction du nom- mite pour ce transistor. &t devaioppée a
BLW 79 LW 80 LW 81 o Il> ™ 5 bre des étages amplificateurs. Tous les types des deux gammes 28 V . I ppee. ot .
[~ 65mw BLW 34 BLA 98 3Werétesync| les caractéristiques essentielles des  conviennent pour les émetteurs & modula- us eT Wpei qe\/cgtEte—serleVonct|on—
200MmW L— 18V§J/ . transistors de cette gamme sont données - tion d'amplitude ; la puissance porteuse ne,nt SN Cla86S 4 4 =25 . et sont
BLW 79 BLW 81 BLX 69 A s 4 175 MHz dans le tableau suivant. obtenue est de 'ordre de 30 a 35 % de la ?;is”entes en boitier tourelle céramique
uissance spécifiée en CW ou en FM. :
%0 vv[l> > > > 2 - Types | Pstw) | GldB)| 1 (%) | Boitier i ’ T W Gl
° P dim(dB dB
"WiEw 79 Blwso  BLws!  Blws? SO st « ypes sWi | diml(dB) )
26mW Lt Hos BWeréte BFQ42| 2 | 11 [ s0 [sOT 39 — - w3z 1 os —50 | 125
Emetteur portable75V.400-470 MHz : [, SYNE. BLw29| 14 | 10 | 60 |SOT 120 é BLW 33 1 —-60 | 10
> > > L= BFQ43| 4 | 12 | 60 [sOT39E ; EMETTEURS UHE sl | 8 iy e
1BMW 2W 2XBLW 98 ‘ . 225-470 MHz. i
BFR96 BLW 79 BLW 80 BLW31| 28 9 60 |SOT 120 i A & | BLW 98... 4 _ 60 7

Emetteur 28 V. AM 225-400 MHz :

20V

20V

Pour tout renseignement complémentaire, appelez 355.44.99, poste 379 ou 437.

Modules amplificateurs

Il est enfin possible d’employer les mo-
dules amplificateurs 50 (- 50 Q que RTC
propose pour différentes bandes de fré-

GAMME 12,56-135V

RTC a développé une nouvelle série de
transistors destinés aux émetteurs radio
mobiles nécessitant des tensions d’alimen-

Les BLW 32 et 33 sont les successeurs
des BLX 96 et 97 et présentent un gain et
un rendement plus élevés que ceux-ci.

" Le BLW 98 est la version céramique du

3, 100 ; . N
MW | AE LEE PME PME W c1r2é}/(\3/ quences et dont les caractéristiques essen- tation de l'ordre de 12,5 & 13,5 volts. BLX 98 a gain plus élevé.
2001R  0030X 04010U 04030U ciete 5 sync. tielles sont résumées dans le tableau sui- Par rapport aux transistors de la gamme Enfin, le BLW 34 comble le vide qui
' XBLW9 3 . istai
2 XRT 6439 8 vant. BLX 65 a 69 A, ces nouveaux types existait entre 1 et 4 watts.
Push-Pull 4 X BLW 98 2
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" FAMILLE 3 GHz
VGE = 28V - CLASSE B

o

- FAMILLE 4 GHz

ik s Lo s St HRROY

" VCE=28V-CLASSEB

P
T S
ypoe W) | (@8)

PKB 3000U. 0,6 8,5
PKB 3001U. 1.3 8,5
PKB 3003U. 3,5 7

PKB 3005U. 5,6 5,7

PNB 3000U. | 06 | 85
PNB3001U. | 13 | 85
PNB3003U. | 35 | 7

PNB 3005U. | 56 | 57

PNB 32000U.| 06 | 85
PNB 32001U.| 1,3 | 85
PNB 32003U.| 35 | 7

PNB 32005U.| 56 | 5,7

v | Boitier Types (\7\7) (Sg) 1< | Bottier
29 (1) PJB 4000U. 0,45 9 23 (1)
34 (1) PJB 4001U. 1 6,5 | 30 (1)
35 (1)
36 (1) PGB 4000U. | 0,45 9 23 (2)
PGB 4001U. | 1 6,5 | 30 (2)
29 (2)
34 (2) PJB 38002U. | 2 6 28 (3)
35 (2) PJB 42000U. | 045 | 9 23 (3)
36 (2) PJB 42001U. | 1 6,5 | 30 (3)
PJB 42002U. | 2 6 20 (3)
29 (3)
34 (3) PGB 38002U. | 2 6 28 (4)
35 (3) PGB 42000U. | 045 | 9 23 (4)
36 (3) PGB 42001U. | 1 6,5 | 30 (4)
PGB 42002U.| 2 6 20 (4)

(1) FO 53 bride largeur 6,35 mm
(2) FO 48, FO 53 sans bride
(3) FO 48 avec préadaptation

EXEMPLES D'APPLICATIONS

a1 GHz

LCE 1004 R PEE 1001
OY LBE 1004 R

! pkB12010U
O pNB 12010 U

(1) FO 41 bride largeur 5,1 mm
(2) FO 49, FO 41 sans bride
(3) FO 41 avec préadaptation
(4) FO 49 avec préadaptation

a3 GHz

o0, LKE 320021
LNE 32002 T

© pNB 32002 U

PKB 32000 U PKB 32003 U o PXB 32005 U
°Y pNE 32003 U ' PNB 32005 U

LKE 2002 T o, PXB 23001 U o PKB 23005 U
O LNE 2002 T ' PNB 23001 U "' PNB 23005 U

2 x PKB 23005 U LGE 42004 T

U2« PNB 23005 U O LJE 42004 T

PGB 42001 U oy 2 X PGB 42001 U
V' pyB 42001 U "2 X PJB 42001 U

Pour tout renseignement complémentaire, appelez 355.44.99, poste 379 ou 437.

Afin de répondre aux besoins des utilisa-
teurs de ses circuits intégrés, RTC met en
ceuvre une équipe chargée des circuits a la
demande et du logiciel associé.

Cette équipe spécialisée est chargée
d’accueillir les projets et de définir la filiere
la mieux adaptée.

Pour cela, elle bénéficie du support, tant
technologique que logiciel, des centres in-
dustriels du groupe et des laboratoires
d’applications. s

Avec I'ECL, la TTL/LS et I'l,L, RTC ré-
pond aux problémes de vitesse, de con-

e Bk et el R i i S

Bl b SRR (X S B A M b el it i s

B CIRCUITS INTEGRES A LA DEMANDE

sommation et-de densité dans le domaine
des applications digitales.

Dans le domaine des applications linéai-
res, les technologies utilisées permettent
d’atteindre des tensions d‘alimentation de
80 V ainsi que des vitesses de fonctionne-
ment allant jusqu’'a 250 MHz.

Le procédé LOCMOS, disponible en Eu-
rope, présente, outre les avantages du
C.MOS, une densité d’intégration et une
vitesse plus élevées grace a l'oxydation
locale du silicium.

Le N.MOS grille silicium, & appauvrisse-

—— ST oy T

-
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i v L e s e A e B i o Rt e A

ment-enrichissement, constitue en alter-
native a I'l,L une voie privilégiée pour les
circuits LS| cette technologie offre une
grande souplesse d'interconnexions et une
densité d’intégration pouvant atteindre
300 ports/mm?.

En régle générale, toutes ces filigres ont
comme support une famille de circuits
standard. Cela assure une grande stabilité
dans les caractéristiques et la qualité et
permet aux circuits a la demande de béné-
ficier des mémes avantages économiques
que les grandes familles standard.
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Dans le domaine des transistors micro-
ondes de puissance, RTC a retenu un
certain nombre d'options fondamentales
brievement exposées ci-dessous.

Structure interdigitée

Une telle structure permet d'obtenir des
valeurs élevées pour les rapports périmétre
émetteur sur surface émetteur et périme-
tre émetteur sur surface de base ; elle crée
une efficacité élevée des zones émetteurs.

Géomeétrie multicellulaire

Cette géométrie garantit une bonne ré-
partition dans tout le cristal de la puissan-
ce dissipée et conduit a une faible résistan-
ce thermique.

Résistances en série avec les émetteurs

Une résistance série commune a deux
doigts d'émetteur est obtenue en créant
une zone P* par diffusion de bore —. Il'y a
donc deux fois moins de résistances séries
qu’il y a de doigts d’émetteurs.

Ces résistances ayant un coefficient de
température positif garantissent une bon-
ne répartition du courant dans chaque
zone d'émetteur et I'on obtient ainsi des
transistors robustes acceptant des désa-
daptations éventuelles.

Base obtenue par implantation de bore

Des zones profondes P* obtenues par
diffusion de bore viennent prendre des
contacts dans cette base et améliorent la
tension de claquage entre base et collec-
teur.

Passivation par Si;N,

Une couche de nitrure de silicium dépo-
sée sur la totalité de la surface du cristal
aprés diffusion de la base assure une
meilleure stabilité des caractéristiques et
améliore la définition de I'ouverture des
zones d'émetteurs.

Emetteurs obtenus
par diffusion d’arsenic

Cette diffusion est obtenue a partir
d’'oxyde dopé et permet la réalisation de
profils abrupts. ) .

FAMILLE 1 GHz
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TRANSISTORS MICRO-ONDES DE PUISSANCE
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Boitier Ampac pour transistors micro-ondes.

Meétallisation titane-platine-or

Cette métallisation est obtenue par la
méthode dite de pelage ou «lift-off ». Le
titane adheére parfaitement sur le nitrure de
silicium ; le platine sert de barriére a la
diffusion de |'or ; la bonne tenue en corro-
sion et la bonne conductibilité électrique
sont assurées par l'or. De plus, lors des
prises de contact, celles-ci se font or sur
or.

Boitiers céramique étanches

En herméticité, les boitiers des familles
2, 3 et 4 GHz CW tiennent les normes
URV - 6 - 3 -62/608, NFC 20 600 et MIL
STD 750.

Cela est d{, en particulier, & I'emploi
d’un anneau d'alumine multicouches brasé
sur le cuivre.

Pour la plupart, ces boitiers permettent
de réaliser une cellule de préadaptation
interne en entrée au plus prés du cristal
actif a partir de capacitées MOS et des
inductances des fils de liaison dont les
longueurs sont programmeées lors du mon-
tage.

Une telle cellule augmente les impédan-

ces du cristal, rend I'utilisation du transis-
tor plus aisée et améliore les caracteéristi-

FAMILLE 2 GHz

ques des amplificateurs large bande.

De plus, certains de ces boitiers permet-
tent de réaliser une cellule de préadapta-
tion interne en sortie obtenue en partie
avec des lignes sur céramique

A titre d’exemple, pour un cristal de
0,35 mm x 0,45 mm, on peut citer les
valeurs suivantes :

. largeur des émetteurs = 1,25 um

. pasentre émetteurs =8 pm

. rapport périmétre émetteur (en mm) sur
surface de base (en mm?) =214 mm™"

Pour les contacts, on arrive & des lar-
geurs de doigt de 2,5 um et a des interval-
lesde 1,6 um.

Pour certains transistors de plus grandes
dimensions (3,1 mm x 1,1 mm), on atteint
des périmétres émetteur de 140 mm.

On trouvera dans les tableaux suivants
les caractéristiques essentielles des tran-
sistors disponibles dans les familles 1, 2,3
et 4 GHz.

Les transistors de la famille 2 GHz sont
tous préadaptés en entrée.

Les transistors des familles 3 et 4 GHz
sont préadaptés ou non préadaptés en
entrée.
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(1) FO 38 tourelle 1/4”
(2) FO 53 bride largeur 6,35 mm
(3) FO 48, FO 53 sans bride

Ps G c
Types P n Boiti T
yp W) (dB) %) oitier ypes
PEE 1000U. 1 8 52 (1) PKB 23001U.
PEE 1001U. 2 6.4 60 (1) PKB 23003U.
PEE 1003U. 4,2 6,2 52 (1) PKB 23005U.
PEE 1005U. 7.6 5,8 58 (1) PKB 20010U.
PKB 12010U. | 15 12 50 (2) PNB 23001U.
; ; PNB 23003U.
PNB 12010U.| 15 12 50 (3) PNB 23005U.
PNB 20010U.

Ps | Sp | mc | goitier
(W) | (dB) (%)
15| 7 32 (1)
34 | 92 | s0 (|-
8 72 | 83 (1)
10 6 42 (1)
15 | 7 32 (2)
34 | 92 | 50 (2)
-8 72 | 53 2)
10 6 42 (2)

(1) FO 53 bride largeur 6,35 mm
{2) FO 48, FO 53 sans bride




